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Нанопористые материалы с низкой диэлектрической проницаемостью используются в производстве интегральных схем в качестве межслойных изоляторов, поскольку вместе с металлами с низким сопротивлением они помогают уменьшить задержку передачи сигнала и энергопотребление [4]. Пористые материалы с низкой диэлектрической проницаемостью чрезвычайно подвержены адсорбции различных видов загрязнений из-за большой внутренней поверхности. К таким видам загрязнений относятся углеродные остатки [6], которые образуются от неполностью удаленного порообразующего вещества, а также оседают со стенок вакуумных камер, и гидроксильные группы, накапливающимися при хранении на открытом воздухе. Из-за загрязнителей могут ухудшаться электрические свойства материалов, например, повышаться значения диэлектрической константы и токов утечки [8]. Негативное влияние загрязнителей может быть существенно усилено появлением дефектов на поверхности материала, особенно вызванных воздействием вакуумного ультрафиолета (ВУФ), излучаемого плазмой [3], используемой в цепочке технологических процессов на производстве. 
Воздействие водородной плазмы на материалы с низкой диэлектрической проницаемостью широко изучалось во многих работах [1, 2]. Более всего нас интересует емкостно-связанная плазма, при которой пленка материала с низкой диэлектрической проницаемостью взаимодействует непосредственно с радиочастотным разрядом, поэтому физические и физико-химические взаимодействия играют важную роль. В частности, известно, что ВУФ способствует появлению как дефектов на поверхности – отрыву метильной группы, так и влияет на структурные изменения “скелета” материала [7]. Атомарный водород, реагируя с оторванными метильными группами, может образовывать летучих соединений метана [1]. Таким образом, существует множество различных механизмов взаимодействия водородной плазмы с нанопористыми материалами с низкой диэлектрической проницаемостью, которые зависят от параметров плазмы и условий эксперимента [5].
В данной работе нами изучено влияние водородной плазмы в виде одновременного воздействие ВУФ и атомарного водорода на классические пленки нанопористых органосиликатных стекл с терминальными метильными группами (OSG) и пленки периодических мезопористых органосиликатов с этиленовыми мостиками (Et-PMO).
Целью исследования является изучение возможных механизмов и степени модификации пленок OSG и Et-PMO в зависимости от дозы воздействия водородной плазмой.
В ходе исследования было проведено несколько разных по длительности экспозиций, при которых пленки подвергались воздействию водородной плазмы. Степень воздействия исследовалась методами спектральной эллипсометрии, эллипсометрической порометрии (ЭП), инфракрасной Фурье-спектроскопии (FTIR), а также измерением токов утечки.
Анализ результатов показывает, что при экспозициях длительностью до 15 минут, толщина пленок линейно снижается, а показатель преломления линейно увеличивается с ростом времени экспозиции. Также линейно снижается и произведение показателя преломления и толщины, что подтверждает существенные изменения в составе и структуре пленки. Также трансформация пористой структуры пленок OSG отличается нелинейностью: пористость понижается при экспозициях длительностью до 15 минут, а затем возрастает, что может быть связано с усадкой толщины пленки, которая тоже снижается при увеличении времени воздействия. FTIR показал, что при максимальном времени экспозиции происходит практически полное удаление связей Si–CH3 и С–С, что приводит к трансформации структуры “скелета” пленки. Токи утечки выходят на насыщение после 5 и 12 мин экспонирования для пленок OSG и Et-PMO соответственно.
Проведенное исследование показало, что деструктирующий эффект влияния водородной плазмы на пленки Et-PMO меньше, чем на пленки OSG, при этом для обоих типов образцов наиболее существенные изменения происходят при экспозициях длительностью до 3 минут.
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